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TEPLEM INDUKOVANÁ MODIFIKACE GENERACE 
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•Pozorovány opticky indukované změny SHG na Si3N4 a

SiOxNy tenkých vrstvách deponovaných na substrátu Si

• Změny zkoumány v závislosti na různých parametrech

• Jako pravděpodobná příčina zjištěna teplem indukovaná

změna v mechanickém napětí ve vrstvě

MĚŘÍCÍ SESTAVA

ZMĚNY V SHG A ODRAŽENÉ SLOŽCE IR
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Tato práce byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže

(SGS) na Technické univerzitě v Liberci v roce 2023.
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